BY 201/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

-

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
geréat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit @ Short switching time
® Geringe Umschaltveriuste ® Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE £31 20,9
CATHODE
I ‘ L
i 1 Kunststoffgehause
* Plastic case
26 6.4 26 ~ JEDEC DO 7
sz Gewicht - Weight
max. 0,5g
Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f<20kHz, ¢ < 12 ps BY 201/2 URRM 250 \"
BY 201/3 UrrM 350 v
BY 201/4 URRM 450 \
BY 201/5 URrrM 550 \'
BY 201/6 UrrMm 650 Vv
Sperrspannung, Scheitetsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
Fig. 1 BY 201/2 Ur = Upwm 200 \"
' BY 201/3 UR = UrwMm 300 v
BY 201/4 Ur = Upwm 400 \
BY 201/5 UR = URWM 500 \
BY 201/6 UR = URWM 600 \")
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BY 201/...

DurchiaBstrom, Mittelwert

Average forward current

Fig. 3bei Uy < 100V
Ripja < 100°C/W
Ripga £ 50°C/W

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

StoBdurchlaBstrom
Surge forward current

tp < 10ms

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range
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BY 201/...

Wiarmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistance

-~

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
f| = konstant, / = 15mm Fig. 2 Rinja 50 Kw
constant

I=o00 Ringnd 100 KW

KenngréBen
Characteristics

5= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchiaBspannung
Forward voltage

Ig=1A UpY 12 \"
Sperrstrom
Reverse continuous current

R IgY 6 pA

U §j=125°C Y 500 pA
Rickwartserholzeit
Reverse recovery time

Ig =Ig=1A ig = 100mA Ler 200 ns
beim Umschalten von:
by switching from: di

Ig = 10A, Ug =2 50V, i 1,0A/ps Iy 350 ns
Sperrverzégerungsladung Orr 60 nC

Reverse recovery charge

¢
1) £ = 001, 1, = 0.3ms

2) AnschluBdrahte ungekilrzt, keine Warmeableitung Gber Halterung
Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
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BY 201/...
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BY 201/...
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BY 203/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

~

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerat und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode
power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE #31 0,9
CATHODE r— (_
I } [

' - * ! Kunststoffgehiuse
Plastic case
i 26 8.4 26 zJEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 05¢g

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

BY 203/12 URWM 1200 \
BY 203/16 UrwM 1600 v
BY 203/20 UrwMm 2000 Vv
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
tp <01ims IFSM 20 A
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IepMm 25 A
Repetitive peak forward current
DurchlaBstrom Ig 250 mA
Forward current
Sperrschichttemperatur t 150 °C
Junction temperature
Lagerungstemperaturbereich Istg —65..+150 °C

Storage temperature range

B2/V.1.17/0474 Ausgabe 2
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BY 203/...

Wiérmewiderstand
Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient

781919

i = konstant, / = 5mm

constant
| =00
KenngroBen
Characteristics

tj =25°C

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig = 200mA

Sperrstrom
Reverse current

Ug = 700V

Ur = 1200V
Durchbruchspannung

Breakdown voltage

Riickwartserholzeit
Reverse recovery time

IF= IR = 10mA, iR= 1mA

1,
1) =001, 1, = 03ms
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TELE%KEN electronic BY 203/ s S

Creative Technologien

Silizium-Mesa-Diode

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z.B. fir zeilenfrequenten Betrieb im
Fernsekhgerdt und Schaltnetzteile

Besondere Merkmale:
@ Glaspassivierte Sperrschicht @® Hermetisch dichtes Gehéuse

Abmessungen in mm

28<3,6 8103
Kathode 5 <0,82
= —
Sinterglasgehause
SOD 57
226 =42 >26 Gewicht max. 0,5 g
Bestempelung: Klartext
Absolute Grenzdaten
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
BY 203/12 S Up =Upgum 1200 Vv
BY 203/16 S Ug =Ugwm 1600 \
BY 203/20 S Ua =Ugwm 2000 \%
DurchlaRstrom ' I 250 mA
StoRdurchlaBstrom
t,= 0,1 ms lesm 20 A‘
Sperrschichttemperatur 7'J 160 °C
Lagerungstemperaturbereich Tsm —65....+175 °C
Maximaler Warmewiderstand
Sperrschicht-Umgebung
/=5 mm, T_=konstant Riua 50 K/W
maximale AnschluBlénge Rya 100 K/W

1.1.2/921.0788D
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BY 203/..S

Min.
KenngréBen
= 25 °C, falls nicht anders angegeben
DurchlaBspannung
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BY 204/...

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

-

Anwendungen: Schneller Gieichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-

gerét und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

KATHODE
CATHODE

26 6.4

Absolute Grenzdaten
Absolute maximum ratings

Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage

BY 204/4
BY 204/8
BY 204/10
StoBdurchlaBstrom
Surge forward current
p <01ms

Periodischer DurchlaBspitzenstrom
Repetitive peak forward current

DurchiaBstrom
Forward current

Sperrschichttemperatur
Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich
Storage temperature range

B 2/V.1.17/0474 Ausgabe 2

UrwiM
UrwMm
UrwM

Ipsm
TeRM

Ipav

Istg

Kunststoffgehiuse
Plastic case

~JEDEC DO 7
Gewicht - Weight
max. 0,59

400 \"
800 v
1000 Vv
20 A
25 A
400 mA
150 °C
—65..+150 °Cc
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BY 204/...
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Warmewiderstand Min. Typ. Max.
Thermal resistal
Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
1 = konstant, / = 5mm Ringa 50 K/wW
constant
J=o0 Rinia ?) 100 K/w
KenngroBen
Characteristics
tj = 25°C
DurchlaBspannung
Forward voltage
Ir = 200mA UgY 12 "
Sperrstrom
Reverse current
Ug = 250V BY 204/4 Ip 2 pA
U = 500V BY 204/8 Iy 2 A
UR = 600V BY 204/10 Ig 2 pA
Durchbruchspannung
Breakdown voltage
In = 100 pA BY 204/4 U(BR) 400 \"
BY 204/8 U(BR) 800 \'}
BY 204/10 U(BR) 1000 \"
Ruckwartserholzeit
Reverse recovery time
Ig = Ig = 10mA, ig = 1mA e 550 ns
1) tTp =001, 1, = 03ms 2) AnschluBdréhte ungekiirzt, keine Warmeableitung iber Halterung

Unabridged connecting terminals, no heat conduction through the holder
126



BY 211/...

Z5
32
£s
]
q:)'t:
2
Tz
2 x
o
z2
S35
zz2

Silizium-Mesa-Dioden
Silicon Mesa diodes

-

Anwendungen: Schneller Gleichrichter und Schalter z. B. fiir zeilenfrequenten Betrieb im Fernseh-
gerét und Schaltnetzteile.

Applications: Fast rectifier and switch for example for TV-line output circuits and switch mode

power supply.
Wesentliche Merkmale: Features:
® Hohe Sperrspannung @ High reverse voltage
@ Kurze Schaltzeit ® Short switching time

® Geringe Umschaltverluste @ Low switching loss

Abmessungen in mm
Dimensions in mm

Kunststoffgehiuse
Plastic case
Gewicht - Weight
max. 1g

Kathodenseite durch
. Farbstrich gekennzeichnet

Cathode indicated
Absolute Grenzdaten by colour stroke
Absolute maximum ratings
Periodische Spitzensperrspannung
Repetitive peak reverse voltage
f<20kHz, 1 < 12ps BY 211/2 UrrMm 250 \"
BY 211/3 URRM 350 v
BY 211/4 UrrM 450 \
BY 211/5 URRM 550 v
BY 211/6 RRM 650 \
Sperrspannung, Scheitelsperrspannung
Reverse voltage, crest working reverse voltage
BY 211/2 Ur = Upwm 200 Vv
BY 211/3 UR = URWM 300 Vv
BY 211/4 Ur = UpwMm 400 \"
BY 211/5 UR = URWM 500 v
BY 211/68 U= UrwMm 600 \"

B2/vV.1.17/0474  Ausgabe 2
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BY 211/...

DurchlaBstrom, Mittelwert
Average forward current

URr < 100V < Iepy
Periodischer DurchlaBspitzenstrom IrpM
Repetitive peak forward current
StoBdurchiaBstrom
Surge forward current

Ip < 10ms 1 FSM
Sperrschichttemperatur 4

Junction temperature

Lagerungstemperaturbereich ’stg
Storage temperature range

Warmewiderstand Min.

Thermal resistance

Sperrschicht-Umgebung
Junction ambient
lL = konstant, / = 15mm RthJA
constant

KenngroBen
Characteristics
4= 25°C, falls nicht anders angegeben
unless otherwise specified

DurchlaBspannung
Forward voltage
Ig=1A UgY
I = 6A UgY
Sperrstrom
Reverse continuous current
UrwMm 1rY
URWM' Ij- 125°C IR 1)
Rickwartserholzeit
Reverse recovery time
IF=IR=1A, iR=100mA ter
di
Ig=15A, UR =50V, @ 1,5A/ps ter
Sperrverzégerungsladung ' er

Reverse recovery charge

!
9 £ =001 1, = 03ms
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BY 268 - BY 269

Silizium-Mesa-Dioden

Anwendungen: Hochspannungsgleichrichter

Abmessungen in mm*

Kathode. £33 2085

kL

1 Tt

P 26
1102

Bestempelung: Klartext

Absolute Grenzdaten
Spitzensperrspannung
Sperrspannung

StoBdurchlaBstrom
t 0= 10 ms

DurchlaBstrom, Mittelwert
Sperrschichttemperatur

Lagerungstemperaturbereich

Warmewiderstand

Sperrschicht-Umgebung
volie Drahtiange

KenngréBen

TJ. = 25 °C, falls nicht anders angegeben

DurchlaBspannung

=04A
Sperrstrom
Uy, =1400V
Uy,=1600V
Tj=100°C Uy =1400V
Uy=1600V
Ruckwartserholzeit
I.=05A1,=10A
in =250 mA

T.1.2/346.1183 D2

BY 268
BY 269

BY 268
BY 269

oI T

r

BY 268

1600
1400

20

0,8

175

-65...+175
Min. Typ.

Sinterglasgehause

Gewicht max. 0,5 g

BY 269
1800 \
1600 Vv
°C
°C

Max.
110 K/w
1,25 \Y
2 pA
2 pA
15 pA
15 pA
400 ns

45




BY 268 - BY 269
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BY 268 - BY 269
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